UKD 621.382.3

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 krze-
mowe, epitaksjalno-planarne tranzystory pnp malej
mocy, malej czestotliwosci typu BC 177, BC 178,
BC 179 w obudowie metalowej do zastosowan powsze-
chnego uzytku oraz w urzadzeniach, w ktérych wymaga
sie zastosowania elementdéw o wysokiej i bardzo wyso-
kiej jakosci, zgodnie z okres$leniami wg PN-78/T-01515.
Tranzystory przeznaczone sg do pracy w stopniach
sterujgcych i wejsciowych wzmacniaczy matej czesto-
tliwosci. Tranzystory BC 179 przeznaczone sg gtownie
do zastosowan w stopniach wejsciowych o niskim po-
ziomie szuméw. Tranzystory BC 177, BC 178, BC 179
sg komplementarne do tranzystorow BC 107, BC 108,
BC 109.

Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla tran-
zystorow o:

— standardowej jakosci (poziom jakosci 1) —
40/125/04,
— wysokiej jakosci  (poziom jakosci Il) —
40/125/21,

— 0 bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci 1V) —
40/125/56.

2. Przyktad oznaczenia tranzystorow

a) o standardowej jakosci:
TRANZYSTOR BC 177 BN-79/3375-30.02 40/125/04

b) o wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BC 177/3 BN-79/3375-30.02

c) o bardzo wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BC 177/4 BN-79/3375-30.02

40/125/21

40/125/56

3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawiera¢ nazwe
producenta oraz oznaczenie typu (podtypu). Ponadto
tranzystory wysokiej jakosci powinny by¢ znakowane
cyfrag 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jakosci cyfrg
4 umieszczong po oOznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora —
wg rysunku i tabl. 1L Elementy obudowy — wg PN-72/
T-01503:
ark. 28 — podstawa Bil,
ark. 55 — obudowa CI.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Poétprzewodnikéw
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatdw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 28 pazdziernika 1980 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. Wyd. 1,60 Nak}. 2600 + 55 Zam. 15/81

Cena z4 9,00



2 BN-80/3375-30.02

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
— CE 22

1BH-80/3375-30.02 |

Kolektor (C) tranzystora jest polgczony elektrycznie z obudowa.

Tablica 1
Symbol Wymiary, mm Kat g
wymiaru
min nom max nom

A 4,3 - 53

a - 2,54")
0 b, - - 0,53 -
0D 5.3 - 58 -
02), 45 - 49

= - 1,0

i 0,92 1,04") 1,16

k 0,51 - 121

1 12,7

a - - B 45"

o - - - 90')

') Wymiar teoretyczny.

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-30.00 p. 5.1.

6. Wymagania szczegétowe do badarn grupy A, B,
CibD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow:
D, Di, A, | wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametréw elektrycznych wg tabl. 2,

c) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorzed-
nych parametrow elektrycznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie parametrow
elektrycznych w twnb = 125°C wg tabl. 4 (poziom Il
i1Vv),

e) badania podgrupy BI i CI:

— sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej wypro-
wadzen — préba Ub, metoda 2, 2,5 N, 3 cykle: proba
Uat, 5 N,

— sprawdzenie szczelnosci — préba Qk, poziom
nieszczelnosci 6,65 10"6 Pa-dmVs,

f) badania podgrupy C3 — sprawdzenie masy wy-
robu — 11 g,

g) badania podgrupy B3 i C9 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na spadki swobodne — potozenie tranzy-
stora w czasie spadania — wyprowadzeniami do gory,

h) badania podgrupy B4 i C4 — sprawdzenie wy-
trzymatosci na udary wielokrotne: mocowanie za
obudowe,

i) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie od-
pornosci na narazenia elektryczne: uktad OB — wg
PN-74/T-01515 tabl. 7, IE= 10 mA, -uc = 30 V
dla BC 177 oraz IE= 20 mA, -UB = 15 V dla
BC 178 i BC 179, tamb = 25°C,

j) badania podgrupy C2 — sprawdzenie parametrow
elektrycznych wg tabl. 3

k) badania podgrupy Cé4:

— sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenie state
— kierunek probierczy — obydwa kierunki wzdiuz
osi wyprowadzen, mocowanie za obudowe,

— sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne
— mocowanie za obudowe,

— sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o stalej
czestotliwosci — mocowanie za obudowe,

[) badania podgrupy CIO — sprawdzenie wymiaréw
wg rysunku i tabl. 1,

m) badania podgrupy DI (poziom I i IV) —
sprawdzenie odpornosci na niskie cisnienie atmosfe-
ryczne: temperatura narazania 25°C,

n) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
fosci na plesn: po badaniu brak porostu plesni,

0) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
fosci na mgle solng: potozenie tranzystora dowolne,

p) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 5.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-30.00.

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I, II, HI i IV)
Wartos$ci graniczne
. Metoda
Oznaczenie omiaru Warunki
Lp literowe P . Jednostka BC 177 BC 178 BC 179
' arametru wg PN-74/ pomiaru
P T-01504 min max min max min max
1 2 3 4 6 7 8 9 10 u
1 .ices ark. 09 “Uce = 20V, nA - 100 100 - 100
Rbe — O
2 -U {BR) CEO ark. 03 -lc = 2 mA, \% 45 - 25 - 20
/I« = 0
3 -U {BR) CES ark. 03 -Is = 10 pA. \Y 50 30 ~ 25 ~

Rbe = 0
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tabl. 2
) Melodii Warto$ci graniczne
Oznaczenie omiaru Warunki
literowe P . Jednostka BC 177 BC 178 BC 179
wg PN-74/ pomiaru
parametru 1-01504 . . .
min max min max min max
2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
-U (8r) BBO) ark. 04 1e = 10 pA, \Y% 5 “ 5 5 -
lc =0
hi\E b ark. 01 /(= 2 mA. 65 480 65 (=53] 110 850
Vee= 5V 65 150 65 150 - .
kl. A 110 240 110 240 110 240
kl. B 200 480 200 480 200 480
kl. C - - 400 850 400 850
F ark. 46 -lc = 0,2 mA
-Vee= 5V
Rg = 2 kil - - - - - 4
A /= 30 Hz-r
15 kHz 4B
-lc = 0,2 mA
—Jce = 5V =
Rg = 2 kil - 10 - 10 - 4
Af = 200 Hz.
1) Selekcja na klasy wzmocnienia (VI, V B. C) tylko na zyczenie odbiorcy.
Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A3 (poziom I, II, Il i IV)
Metoda Wartosci graniczne
Oznaczenie omiaru
literowe P Warunki pomiaru Jednostka BC 177 BC 178 BC 179
wg PN-74/
parametru T-01504 min  max min  max min  max
2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
-UCGE 'd ark. 02 -lc = 10 mA. -1b = 0,5 mA mV - 200 - 200 - 200
-Uge sul ark. 02 -lc = 10 mA, mV - 800 - 800 - 800
-lb = 0,5 mA
Ube ark. 01 -lc = 2 mA, -Uce = 5V mV 550 700 550 700 . 550 700
Vr ark. 24 -lc = 10 mA
-Uce = 5V MHz 100 - 100 - 100 -
/ = 100 MHz
CGo ark. 23 i-Ucb = 10 V, IE= 0 pF - 7 7 ~ 7
/ = 1 MHz
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A4 (poziom Il i 1V)
: Metoda Wartoéci graniczne
Oznaczenie .
literowe pomiaru ' Warunki pomiaru Jednostka BC 177 BC 178 BC 179
t wg PN-74/
parametru T-01504 min max min  max min  max
2 3 4 5 6 7 8 9 10 u
-1 CES ark. 09 —Jce= 20 V. Rbe= 0 pA - 4 ~ 4 - 4

ta,b = 125°C
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Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom 1, I, Il i IV)
Warto$ci graniczne
. Metoda
Oznaczenie omiaru Warunki Podgrupa
literowe P . g ,p Jednostka BC 177 BC 178 BC 179
i wg PN-74/ pomiaru badan
parametru T-01504 min  max min  max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
-lces ark. 09 -Uce = 20 V Bl, Cl, B3, B4, nA 100 100 100
rRor. = 0 B5, C2, C4, C5,
C7, C9
DI 9
B6, C6, C8 nA - 500 - 500 - 500
C2 ) pA - 4 - 4 - 4
hi\E ark. 01 -lc = 2 mA BIl, B3, B4, B5 65 480 65 850 110 850
-Uce = 5V Vi Cl. C2, C4, C5, 65 150 65 150 . i
ci, C9
kl. A 110 240 110 240 110 240
£
ki. B 200 480 200 480 200 480
kl. C - - 400 850 400 850
B6, C6, C8 50 580 50 1020 90 1020
\ 50 180 50 180 - -
kl. A 90 290 90 290 90 290
kl. B 160 580 160 580 160 580
kl. C - - 320 1020 320 1020
30 - 30 - - -
Vi c2 )
kl. A 45 - 45 - 45 -
kl. B 80 - 80 - 80 -
kl. C - - 160 - 160 -
) W czasie badania.
I
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca norme — Naukowo-Produkcyjne PN-76/T-01504.26 Tranzystory. Pomiary parametréow szumow
Centrum Potprzewodnikow. PN-78/T-01515 Elementy pétprzewodnikowe. Ogdlne wymagania
2. Normy zwigzane i badania
PN-73/04550 Wyroby elektrotechniczne. Préby s$rodowiskowe BN-79/3375-30.00 Elementy potprzewodnikowe. Tranzystory matej
PN-72/T-01503.28 Elementy potprzewodnikowe. Zarys i wymiary. mocy, matej czestotliwoéci. Wymagania i badania
Podstawa Bl 3. Normy zagraniczne
PN-72/T-01503.55 Elementy potprzewodnikowe. Zarys i wymiary. RWPG CT C3B 623-77 TpaHsncTopbi THnoB BC 177, BC 178,
Obudowa C7 BC 179 d
PN-74/T-01504.01 Tranzystory. Pomiar hiic i napiecia Ubve — horma zgodna.
PN-74/T-01504.02 Tranzystory. Pomiar napie¢ nasycenia Uce Sm 4. Symbole KTM tranzystoréw
i 11BE sat BC 177 — 1156211406004,
PN-74/T-01504.03 Tranzystory. Pomiar napie¢ przebicia u{br) ceo, BC 177-6 — 1156211406017,
U {BR) CES, U{BR) CER, U{BR) CEX BC 177A — 1156211406020,
PN-74/T-01504.04 Tranzystory. Pomiar napie¢ przebicia u{or) cbo BC 177B — 1156211406032,
i U{BR) EBO BC 178 — 1156211407005,
PN-74/T-01504.09 Tranzystory. Pomiar pradéw resztkowych icer, BC 178-6 — 1156211407018.
ices, lcev I pradu zerowego Iceo BC 178A — 1156211407020,
PN-74/T-01504.21 Tranzystory. Pomiar hi\, w zakresie m.cz. BC 1788 — 1156211407033,
PN-74/T-01504.22 Tranzystory. Pomiar pojemnosci Ccbo i Cebo BC 179 — 1156211408006,
PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modutu/A”/w zakresie w.cz. BC 179A — 1156211408019,

i czestotliwosci /r BC 179B — 1156211408021.
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5. Wartosci dopuszczalne — wg tabl. 1-1 i rys. 1-1

Oznaczenie
parametru

2
-U CEO
-U CES

-U ebo

tamb

tstg

Tablica 1-1
Nazwa parametru
3
napiecie state kolektor — emiter
napiecie state kolektor — emiter przy Rve = 0
napiecie state emiter — baza

prad staty kolektora
prad szczytowy kolektora
prad staly bazy

catkowita moc wejsciowa (stata lub $rednia) na
wszystkich elektrodach przy i,/ <25°C

temperatura zlacza
temperatura otoczenia w czasie pracy

temperatura przechowywania

Rezystancja termiczna
ztgcze — otoczenie

Rezystancja termiczna
ztgcze — obudowa

Jednostka

BC 177

50
50

100
200

50
300

175

Wartosci dopuszczalne

BC 178

6

30

30

5

100

200

50

300

175

-40 + +125 -40 + +125

-55 + +175 -55 + +175

Ru, j

-a SE 500 K/W

R,hi -c s£ 200 K/W

Rys. 1-1. Zalezno$¢ temperaturowa mocy strat od temperatury pim —j\t)

BC 179

25
25

100
200

50
300

175
-40 + +125
-55 + +175
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Dane charakterystyczne —

Oznaczenie
parametru

-IcES

-U a0

-Uer B

-UBR) HD

hm:")

-U CEsai

-U BEsal

'U CEK

Nazwa parametru

3

prad resztkowy
kolektora

napiecie przebi-
cia kolektor —
emiter

napiecie przebi-
cia kolektor —
emiter

napiecie przebi-

cia emiter — baza

statyczny wspot-
czynnik wzmoc-
nienia pradowe-
go w ukladzie
wspoélnego
emitera

napiecie  state
baza — emiter

/

napiecie nasyce-
nia kolektor —
emiter

napiecie nasyce-
nia baza — emi-
ter

napiecie kolan-
kowe

Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30.02

Warunki pomiaru

4
-Uce = 20 V
liEE= 0

-lr = 2 mA
In—20 %
-h = 10 pA
Rbe — 0

-IE= 10 pA
Ic —0

-lc = 10 pA
“Uce =5V
-lc = 2 mA
Uce = 5V
-h = 100 mAJ)
—Uce = 5V
-7c = 10 pA
-tlcc = 5V
-lc —2 mA
“Uce =5V
-/c = 100 mA
-UCE= 5V
-lc — 10 mA
-lb=10,5 mA
-lc = 100 mA
-lb= 5 mA
-lc — 10 mA
-lb= 0,5 mA
-lc = 100 mA
-lb —5 mA
-la =10 mA
-lci = 11 mA
—ce = 1V

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

kl.

kl.

2

wg tabl. 1-2 i rys. 1-2H1-12.

Tablica 1-2
Jednostka

5
nA
\Y
\Y
\

Vi

A

B

C

VI

A _

B

C

VI

A —

B
mV
\
\%
\

min

6

45

50

65

65
110
200

550

BC 177"

typ
7

2

65

110

200

100
180
290

70

110

190
570

650

800

01

max
8
100

*T"

480

150
240
480

70

0,2

0,95

1,20

0,6

Typ tranzystora

min

25

30

65

65
110
200
450

550

BC 178

typ
10

2

65
110
200

270

100
180
290
520

70

110

, 190
570

650

800

0,1

0’6

0,70

0,90

0,3

max

100

850

150
240
480
900

70

0,2

0,95

0,80

min

20

25

110

110
200
450

BC 179

typ
13

110

200

270

180
290
520

570

01

max
14
100

850

240
480
900

70

02

0,80

1.20

0,6
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td. tabl. 12
Typ tranzystora
Oznaczenie ki pomi Jednostka BC 177 BC 178
L.p, parametru Na/wa parametru Warunki pomiaru BC 179
min  typ max min  typ max min typ max
1 2 3 4 S 6 7 X 9 10 un 12 13 14
10 hve ") malosygnalowa -lc = 2 mA 0,4 — 80 04 — 150 12 — 15.0
warto$¢  zwar- -Uce -5V
ciowej impedan- /= 1 kHz kl. VI 0,4 14 2,2 0,4 14 2,2 — — _
cji wejsciowej w
uktadzie wspél- kl. A kil 12 2,7 45 1,2 2,7 45 1,2 2,7 45
nego emitera
kl. B 30 45 8.0 30 45 8,0 3.0 45 8.0
kl. C — — — 6,0 90 150 6,0 ~90 150
un hi2. ") malosygnalowa kl. VI — 25 — — 2,5 — — — —
warto$¢ rozwar-
ciowego wspot- kl. A — 3,0 — — 3,0 — — 3,0 —
czynnika wste- x10"4
cznego przeno- kl. B _ 35 — — 35 — _ 3,5 _
szenia napigcio-
wego w uktadzie kl. C - _ _ _ 4,0 — — 4,0 —
wspoélnego emi-
tera e = 2 mA
2 hiu 9 matosygnatowa -Uce = 5V 75 — 500 75 — 900 125 — 900
wartos¢  zwar- /= 1kHz
ciowego wspot- kl. VI 75 110 150 75 110 150 — — —
czynnika prze-
noszenia prado- kl. A — 125 220 260 125 220 260 125 220 260
wego w uktadzie
wspdlnego emi- kl. B 240 330 500 240 330 500 240 330 500
tera
kl. C — — — 450 550 900 450 550 900
13 hzie " malosygnalowa — _ 70 — — 110 — — 110
warto$¢  zwar-
ciowej admitan- kl. VI — 20 40 — 20 40 — — —
cji wyjsciowej w psS
uktadzie wspdl- kl. A — 25 50 — 25 50 — 25 50
nego emitera
kl. B _ 35 70 _ 35 70 35 70
kl. C 110 — 110
14 fr czestotliwo$¢ -lc = 10 mA MHz 100 200 — 100 200 100 200
graniczna -Oce= 5V
s, = 100 MHz
5 F wspotczynnik -Oce= 5V 2 10 2 10 2 4
1 szumow -lc = 200 pA
R,, = 2 kil
s = 1 kHz
A/ - 200 Hz 4B
-Oce = 5V 2 4
-lc = 200 pA
Rg = 2 kil
A/ - 30 Hz-i-15 kHz
16 Cceo pojemnos¢ zta- -Oce = 10V 4 7 _ 4 7 _ 4 7
cza kolektor — le= 0 pF
baza /= 1 MHz
17 Cebo pojemnos$¢ zig- -uet = 05V n n n
cza emiter — Ic — o pF -
baza f = 1 MHz ) ’

") Selekcja na klasy wzmocnienia (VI, A, 1. C) tylko na zyczenie odbiorcy.
2) Pomiar impulsowy: /, < 300 ps, S § 2%.
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Rys. 1-2. Charakterystyka wyjsciowa /< = fiUcci) Rys. 1-4. Charakterystyka wyjsciowa Ic = fi Ucc)
/« — parametr ' Ib — parametr

Rys. 1-3. Charakterystyka wyjsciowa Ic = fiUcc)
In — parametr Rys. 1-5. Charakterystyka przejsciowa h = fiV B)
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Rys. 1-6. Zalezno$¢ napiecia nasycenia Uce >« od pradu kolektora Rys. 1-8. Zalezno$¢ parametréw macierzy  od napiecia kolektor —
Uce i = /(/<m) emiter hj = JWct)
BC 177
2R
BC
ki*b=23TC
/
1
LJ
J_

IBK-80/3375-30.02-1-71

Rys. 1-7. Zalezno$¢ napiecia nasycenia Ube  od pradu kolektora
Uhe sw = J\IC) Rys. 1-9. Zalezno$¢ temperaturowa pradu zerowego 1o =
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Rys. 1-10. Zalezno$¢ czestotliwosci granicznej od pradu kolektora Rys. 1-11. Zaleznos¢ wspdtczynnika szuméw od  czestotliwosci

fr = Ale) F = Af)

Rys. 1-12. Zalezno$¢ wspétczynnika szuméw od czestotliwosci
F=A)

BG PW
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